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록 본 연구에서는 면  유기태양 지 셀의 제작이 유리하며 공정비용이 렴한 스 이 공법을 이용하여 역구조 
형태의 유기태양 지의 모든 공정에 용하여 제작  평가했다. 스 이 코  공정은 자 수송층 ZnO층을 코  후 
P3HT와 PCBM를 블 딩 하여 만든 활성층을 코 하 다. 그리고 마지막으로 정공 달층인 PEDOT:PSS층을  
코 한 후 메탈 극을 증착하여 역구조의 유기 태양 지을 제작하 다. 스 이 코  공정으로 만든 유기태양 지는 

재 가장 많이 사용하고 있는 스핀 코  공정과 비교 시 유사한 특성을 나타내었다. 스 이 공정으로 만든 유기 

태양 지는 0.38cm2의 면 에서 3.20%의 변환 효율을 얻었다.

1. 서론 

태양 지에 한 심과 수요가 증가함에 따라 태양 지의 면 화  비용 생산을 해 유기 태양 지에 한 
연구가 활발히 진행되고 있다. 유기태양 지의 면 화는 재의 태양 지 시장을 체할 가능성을 가지는 요한 요
소  하나이다. 기존의 유기 태양 지는 주로 스핀 코 법에 의해 제작 되었으나 면 화  유연성 박막 제조 시 
공정상 어려움이 있어 스핀코 을 체할 새로운 제조 방법이 개발되고 있다. 그 , 스 이 공법을 용한 유기 태
양 지 제조 방법이 각 을 받고 있으며, 이에 한 연구가 활발히 진행되고 있다. 

2. 본론 

Fig. 1.Spray 장비 모식도  공정 순서도



Fig. 2. 스핀 코  공정과 스 이 공정으로 제작한 유기태양 지의 J-V curve 특성

3. 결론  

본 연구는 유기태양 지 제작을 하여 속 극을 제외한  공정 (n형 ZnO 층 -P3HT:PCBM 흡수층-p형 
PEDOT:PSS층)을 스 이 코  공정을 용하여 제작하 다. 스 이 공정을 통해 코 한 ZnO 박막의 경우 3~4 
nm의 표면거칠기를 가졌으며, 이는 스핀코 을 통해 코 한 박막 거칠기(2~3nm)와 유사한 값을 가졌다. 한 스
이 공정을 통해 코 한 활성층의 경우 16 nm의 표면거칠기를 가졌으며, 이는 기존의 스핀 코  공정와 거의 유사한 
18 nm의 표면거칠기를 가졌다. 정공 수송층인 PEDOT:PSS층의 경우에는 10~12nm의 거칠기로 기존 스핀 코 공정
(4~5nm)에 비해 높은 거칠기가 측정되었다. 최 의 스 이 공정을 통하여 ITO/ZnO/P3HT:PCBM/PEDOT:PSS/Ag
의 구조를 가지는 invert형 유기태양 지를 제작한 결과, A.M. 1.5G의 원조건에서 2 %이상의 변환효율을 얻을 수 
있었다. 이는 기존의 스핀 코 법에 비해 약간 낮은 수 이지만, 스 이 코  조건 최 화를 통해 효율 향상을 기
할 수 있다. 
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